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BEP des métiers de I’électronique, session 2003, CANDIDATS non scolarisés

DOSSIER ANNEXE

CONSEILS POUR LA PREPARATION AVANT LES EPREUVES

Les épreuves du BEP des métiers de I'électronique se déroulent en plusieurs temps ; le document
présent vise les €preuves qui se déroulent en avril ( approximativement ) ; il s agit

. d’une épreuve de travaux pratiques d’électronique de 4 h, coefficient 5
. d’une épreuve écrite d’électronique de 3h, coefficient 3
. d’une épreuve de dessin de constraction de 2h, coefficient 2

Toutes ces épreuves sont basées et portent sur le destructeur d’aiguilles qui est décrit dans le dossier de
38 pages et dont certains éléments sont précisés dans le document annexe.

Le candidat apportera tous ces documents , dans I’état ot ils lui sont fournis ( donc ne pas faire

d’annotation sur les feuilles ), 4 chaque épreuve : les sujets ont €t€ écrits en supposant que le candidat
dispose de ses documents.

Matériel autorisé par ailleurs : calculatrice
Instruments de dessin

Le candidat se préparera dans le sens de comprendre ce qu’est cet objet technique, dans quel
environnement le rencontre-t-on, a quoi sert-il, sur quels principes est-il basé, comment fonctionne-t-il
( dans sa totalité, pour certains blocs.. ),...

Le dossier comporte tous les €léments de présentation et de compréhension ; le candidat doit
comprendre aussi que I’appareil posséde une certaine complexité, comme tous les appareils qui
réalisent effectivement une fonction d’usage, et la lecture de I’ensemble du dossier est nécessaire pour
prendre en compte tous les points de vue utiles : le candidat observera alors que certains

renseignements se retrouvent au fil des pages et se recoupent, dans le but de décrire complétement
I’ objet technique.

Pour ce qui reléve des principes, le candidat recherchera aussi dans la documentation générale et dans
divers livres d’électricité et d’électronique les renseignements sur :

. les dispositifs a faisceau lumineux ( émission et réception )

. les moteurs 2 courant continu

. la modélisation et le théoréme de Thévenin ( aspects théoriques et pratiques, la mise en
application expérimentalement )

. les composants qui sont rencontrés dans le schéma

. 1a logique programmable, mise en ceuvre avec microcontrdleur : il n’est pas préva de
connaitre particulierement le composant ST6 mais il faut maitriser les connaissances générales
dans ce domaine ( matériel et logiciel comme décrit a partir de la page 21 )

Document annexe Page 1/10



BEP métiers de I'Electronique SESSION 2003 EPREUVE EP1

Le candidat doit se positionner en observateur du fonctionnement et ses efforts devront se porter sur la
compréhension de I’ essennel de ce qui se passe dans cet appareil .

Les épreuves seront écrites dans ce sens :

- & I’écrit : exposer sur la copie certains fonctionnements particuliers par exemple, montrer
qu’on a compris le comportement de certains blocs, de certains composants. ..

- €n travaux pratiques : sur le circuit imprimé d’un destructeur d’aiguille réel et d’ origine, a
fonctionnement normal, développer les actions qui visent & mesurer quelques performances
techniques de fonctions ou de composants ; le candidat disposera d’un poste de mesures
complet pour ces travaux ( oscilloscope, générateurs, etc.. ).

- en dessin de construction : les pages 37 et 38 montrent des éclatés de seringue de dentiste et
du destructeur d’aiguilles. L’épreuve partira de ces documents et engagera un travail de
compréhension de la partie opérative et éventuellement de 1a carrosserie.

Remarques :

1)

2)

3)

4)

compte tenu du fonctionnement interne de I’appareil, notamment au niveau logiciel,
I"activité sera limitée volontairement au mouvement d’avancée du couteau. T est inutile de
chercher des renseignements sur le logiciel qui n’est pas décrit dans Ie dossier.

Les aspects thermiques sont & considérer comme « hors domaine d’étude ».

Mention particuliére pour le composant IC4 : il est utilisé dans ce schéma pour ses
caractéristiques analogiques et non pour les opérations logiques initialement prévues ;
c’est ses modeles €lectriques d’entrée et de sortie qui ont une importance ici.

Mention particuliére pour les diodes D4 et D6 : c’est la méme référence, ces composants
sont capables de travailler dans les deux sens.

il est vivement conseillé au candidat non scolarisé de se mettre en rapport avec un
ctablissement qui prépare au BEP des métiers de 1’électronique ( le centre dans lequel se
déroule I’épreuve de travaux pratiques par exemple ) dans le but de faire connaissance avec
les équipements et de voir un destructeur d’aiguilles ( penser a prendre.rendez-vous par
téléphone auparavant )

le candidat connaitra les adresses des lycées professionnels concernés en interrogeant les
services de Iinspection académique dont il dépend et ob il s’est inscrit pour passer |’examen.
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97 SGS-THOMSON HCC4073B/81B/82B
Y icroELEcTROMES HCF4073B/81B/82B
AND GATES

40738 TRIPLE J-INPUT AND GATE

4081B QUAD - &~INPUT AND GATE
40828 DUAL 4-INPUT AND GATE

w MEDIUM SPEED OPERATION — try = 85ns
(vp.y st = B5ms dyp AT 10V

v QUIESCENT CURRENT SPECIFIED TO 20V
FOR HCC DEVICE

w BY 10V AND 45V PARAMETRIC RATINGS

w INPUT CURREWT OF 100nA AT 18Y AND
28°C FOR HCC DEVICE

v 100% TESTEDFOR QUIESCENT CURRENT

» MEETSALL REQUIREMENTS OF JEDECTEN-
TATIWE STANDARD N 13A, "STAHNDARD SPE-
CIFICATIONS FOR LOESCRIFTIOMN GF °E°
SERIES CMOS DEVICES”

DESCRIPTION

The HCC4073B, HCCA081B and HCG4082B (ex-
lended temperature ranps) and the HCF4073B,
HCF4081B and HCF4082R {intermediale lempera-
ture range) are monolithic integrated clreuits avail-

CONNECTION DIAGRAM

E
(Ceramic Frit SealPackagd

EY
(Piastic Packags)

M1 c1

(Micro Package) (Plastic ChipCarriar)
ORDER CODES -
HCCAE- HCFACKB R
HEFADXXBEY HCFARO(B T

ablz in 14-lgad dual in-ing plasticor ceramic pack-
gge and plastic micm padkage.

The HCGIHCFAR73B, 40818 and 4082B AND
gates provide the systern designer with direct Im-

40738

40818 406828
i » Yoo
2 n 13
? 1 #®
4 n L)
5 " F
3 * z
¥ s L
A-ERH
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HCC/HCE4073B/40818/40828

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbel Parameter VYalue Unit
Yeo* | Bupply Voltage : HCC Types — 0510 + 20 W
: HCF Types - 05t +18 1
W, Input Voltage — 05 to V¥ + 06 4
Iy GG Inpat Cument fany one input) 10 miA,
Piot | Total Power Diésipation {per packaga) 200 miv
Dissipaiion par Output Trangistor
for Tpp = Full Package-temperaturs Ranga 1w m
Tap § Operating Termparatura : HGG Typas -~ 510+ 125 R
HCF Types - 40 to + 85 c
Tay | Storage Temperature —B5 to + 150 t(C

Stressas above thoss listed under "Abeolute Maximum Ralings” may cause permanment damage to the devies. This is a siress
raling only and fundionsl operation of the device at these or any other condiions abowe those indicated in the operational sec-
tions of this spedification & net implisd. Exposute to abacluta maximum rating condlions for external perieds may afiect device

raliability.
* Al woltage walues are referred to Ves pin yoliage.

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Symbol

Paramater Valus Unit
Voo | Supply Voltage : HC G Types 3ic1B b
HCF Types KRLNES v
¥y Input Voltage 0 to Vpp ¥
~Tap | Operating Temperaiure : HCC Types -5 {0+ 125 o
HCF Types - 40 to + 8& '
STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS [over recommendsd operating conditions)
Test Conditions Yalue
Symboil Parameter Vi Vg lis] | Yoo Trow' 58 T High' Einit
M1 N R YD [ sin. [Max. | Min. [Typ. [Max. [ #tin. [max.
I Quiescent 015 5 0.25 0.01 1025 75
Curent -0 [or10 10 05 001} 05 15
TYpRE (O/1E 15 i 0.01 1 a0
020 20 & 0p2y o 1680 | pA
05 5 1 o0 1 15
#f;s 0/10 10 2 ool | 2 16
1741 15 4 oo | 4 20
Vou Output High 0rs <1 B 1405 1495 4 9%
Voltage 610 <i | 10 [90s 9.05 805 v
015 <1 | 5 |14.685 14.85 14,05
Vol Qutput Low 50 L & 005 0.05 0.05
Voltage 100 <1 | 10 0.05 0.05 05| Vv
160 =115 6.05 0.06 0.05

*  Tiog = — 55°C for HOC device : — 40°C for HOF devica.
*  Tegs = + 125G for HOC dewice © + BE°C for BEF devies.

The Nobe Wargin for both ™17 and "0 level is @ 1% min. with Voo = 5V, 2V min. with Vop = 10%, 2.5¢ min. with Vo = 15V,
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HCC/HCF4073B/40818/40828

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS fcontinued
‘ Test Conditions Yalue
Symbel Parameter v, Ya ol [Voo! Tiow 28 o THigh* Einit
B 1 O A ) [hin, [Max. | Win, | Typ. |Max. | #in. o,
Vin Input High 0615~ 5 35 35 35
Voltaga w {<1 10 7 7 Fi v
115135] <1 {15 | 1 11 11
Vi fnput Low 4506141 <1 5 15 15 15
' Voltaga o1 1<1| 10 3 3 3 v
135015 <1 | 15 4 4 4
fon | Output 0/5{ 26 5 [-2 —1B[-321 [ 1.8
- | Drive uce lors] a6 | 0.64 - 051) -1 024
Current )
Types |orio]| o8 1 |-16 ~13}-28 - 0.0
05| 135 15 [-4.2 -34)-68 - 24 A
il 25 5 | 1.5 _ 136}~ 3.2 -1
Hor |ors1 as 5 | os2 —0.44] —1 L 0.36]
Types [oM0 | 85 10 [-1.3 -11§-28 - 049
05| 135 15 |- 36 -30}j-88 - 24
oL | Output 051 04 5 |064 0514 1 D.36
gmem ?fpis 0i0] 05 10| 16 13 | 286 09
05| 15 15 | 42 34 | 68 24 nA
/5] 04 5 |osz2 044 | 1 0.26
?fpis 010 | 05 10 | 13 11 | 26 08
, il 15 15 | 36 30 | 68 24
I, he | Input HEG ; : _f
Loakaga |Typus %13 poy ot 18 +0.1 108 {+ 0.1 +1 "
Cument  fp-r 05 - 5 " .
Types +03 410781+ 0.3 %1
-Gy Input Capacitance Any Input L3 75 pF

*  Tiuw = — B5°C for HOG deviee

DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Toyy = 25°C, C = S0pF, ypivsl termperature

1 — A0EC for HEF davios.
* Twge = +125C for HOG devies : + BE'G for HOF devics.
The Moise Mangin for both ™1™ end *0" level is : 1V min. with Veo = 5V, 2V min. with Vop = 10V, 2.5¢ min. with Vg = 15V,

coefficient for all Vpp values is 0.3%°C, allinput rise and fallimes = 20ns, R = 200kE0

Test Condifions Value .
Symbol Parameter - Unit
Yoo (VI] Min. | Typ. | Max.
tpue. ten| Propagation Dolay Time b 125 260
10 60 1256 RS
16 45 o0
tyLn, | Transition Tima 5 100 200
10 50 100 ns
15 40 80
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LM117/LM317A/LM317

General Description

The LMHT senies of adusteble 3-amingl positive wolkaoge
requiatos i eapable of supplying in exosss of 1.5A over a
1.2V {0 37 onlput range. Thay ans exceplionally sasy to
use gnd requime cnly two exbaing resisions to set the output
voitage. Further, both line and load regulalion ere betterthan
siandand fixad reguistors Alss, the LM117 is packagsd in
standand irensistor packages which are easily mounted and
handled,

In addition o higher parformanta thon ficed regulators, the
LM117 seriess offars full vedoad protection avalatie cnly in
1Cs. Inchuded on the chip ars current limit, thenng overload
pretection end safe area protection. All cveribad proieclion
ercuitry emains fulk functiona aven e sdjusiment temi-
nal is dispennacied.

Marmally, no capadiors are neaded urlass the devica issitn-
ated more than § inches fiom the input filter cepacitons in
which ease an nput bypass s neaded. &0 opfional ouiput
eapacitor cen be added in inprove frensfent rasporse. The
adinsiment barmingt can be bypassed io achiees very high
ripple rejection rtios which are dificult o achieve with stan-
dand 3-teaminal magulators

Besidas replacing fixed regulators, the LM117 & usefol ina
widn vaisly of other applicstiors. Snes the regulator is
Floaling” =nd sees only the inputto-outpet, differential voit-

:_&Nﬂffﬂﬂal Semiconductor

3-Terminal Adjustable Regulator

Augusi 1064

age, suppliss of severd hundred volbs can be regulaked as
leng a5 he maximum inpul to output diferentis is nel ax-
eemed, ie, swad shovicrauiling the oulput.

Alen, #t makes an especidly simpls adustable swilching
regutaicr, a programmatia oirtput regulston, or by econecting
a fixad sistor beiwaen the sdjustment pin znd outpul, the
LM117 can be used & a pracision cuitent regulator. Sup-
plies »ith elcirnic shuldoan can be achieved by elamping
tha adjusimert isrminal to grourd which programs the cut-
put oy 1.2 where most lnads draw litk cument.

For applications raguiring grecter sutpul cureent, see EA150°
seeies (34 and LM138 saies (5A) data sheals. For the
negaie complement, sze LI137 series data shest,

Features

» Guarsnised 19 oulput voliage foleranoe (LE3174)
w Guarantsed max 01RO ling regulalion (LM3174)
» Guarentaed max §.3% load regulation (LW117)

» Guaranteed 1.54 oufput curren).

» Adjustable ouiput down o 1.2V

» Cumenl fmit constant with tempemtore

= P Prevuet Echancement tested

w A1 dB ripple mjection

® Cutput is shortcirced profected

Typical Applications

1.2¥-15Y Mdjustable Regulator

Vigz M " P—vour't
Bt
o
O - X o ft?
g § 30 F L7
P
¥ Rz
4
= '
o .
EEEST

Fiek vuipud cunenl ok nendisbls s igh npk ot veitages
“rupdad i dowlea 13 rone tean B ncha fom ks oapacions
AORONE - IMEOVGTS Viedurt raspnsa, Duiput papsators in e ran,
b4 pE tn 2000 gF o1 sluminum o lantdurn siokcl F:"iwnmu-tg &
used to provida syl mpaienee shil wjdeticn of irsenks.

trviour = 128 {3 + 2] + et

L.M117 Series Packages

Part Humber Dasign
Suffix Package Load
Curent
K TO-3 154
H T0-28 G.5A
T TD-220 1.58
E LiCc [E-
g TO-263 158
ElP BOT-273 1
RDT 10252 0.5A
50T-223 vs D-Pak {TCG-252)
Packages
R
- MaiE,
Seale 1:1

©-1299 Hations| Bamiconducior Cosporntion DERDECER,
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BFHARD PC815 Serise

| PC81 5 S e ri es High Sensitivity, High Density

Mounting Type Photocoupler

# Lead foming type {Tiype ) undtaping el type (Piype ) are alsa available. (PCESIPCBYSP)
A CTUV [ VDEDSEL ) approved fype is alsa avaikiblo iy sm option.

B Features B Applications }
1, High current transfer ratio 1. Zystam appliances, measwring instmments
(OTR: MIN, 600% atlp= 1mA, Ve = 2V) 2. Industrial robots
2. High jzolation voltape between input and 3, Copiers, autornatic vending machines
outpd B ‘ 4. Signat transmission between circuits of
{ Vi 0 5000V ..,) different potentials and impedances

3. Compaet dual-in-line package
PCB1S : I-chamgl typa  PCB25 : 2-chanpel type
PCE35 : 3-chamnel type  PCBAE : 4-channel type
4, Recopmized by UL file No, ES4380 '

H Eleciro-optical Characteristics (Ta=25°C)
Parameter Symbol Conditicns MIN. | TYP. | MAX. | Unit
Forward voltage Vi | Ie=20mA - 12 14 v
Tnput Peak forward voltage Vi | Iei= D5A - - 10 v
_ Reverse current Ix. V=4V - - - 10 HA
: Tenninal capacitance C V=0, f=1kHz - 30 250 pF
Output [ Collector dark current lowo | Vo= 10V, Iy=0 - - 1p-* A
Current trans fer mtin CTR { Ir=1mA, V=2V 600 - 7 500 %
Collector-emitter saturation voltage. Viztsay { Ir=26ma, | ¢= SpA - 03 10 v
Transfer | Isolation resistance Riso | DCSGOY, 4010 60% RH Sx1e¥®| 1% - {Q
chiuac- Floating capacitante Cr ¥=10, = IMHz - 0.6 1.8 pF
teristies | OptofF frequency fo | V=2V, 1e=2mA, R 1= 1000 1 5 - kHz
. Rise time ta . - &0 360 us
Response time Fall vime o Vg =2V, 1c = [0mA, R~ 1000} - o 750 s
Fig. 1 Forward Current vs. Fig. 2 Collector Power Dissipation vs.
Ambient Temperature Ambient Temperature
b 208
=
50 2
—~ ‘L‘-
E \ FRREY
=z ® \ z
E 9
E 5 \ E 100 A\
g 5
£ i \
g N
it} .
0 P
-3 L] 25 111 75 {1 125 - 30 L] 25 A0 5 180 125
Ambient empeniture Ta £°C) Ambient termperatuna Ta (O
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T8US4400

VISHAY

Dascription

TSUS44400 is an infrared emitting diode in standard
GaAs on Gads technology, molded in a clear, blue
tinted plastic package. The device s spectrally

matched to silicon photodetectors.

Features
Low forward voltage

Standard T-1{p 3 mmj pacikage
Angle of half inteneity ¢ =+ 18*
Peak wavelength 3, = 950 nm
High reliabitity

.9 4 9 8 2882

Applications

High radiant power and radiant inlensity
Suitable foe DS and high pulse eurrent oparation

Vishay Telefunken
GaAs Infrared Emitting Diode in o 3 mm (T-1) Package

Good spectral matehing to Bi photedetectars

HaE

Infrared remote control systems with small package and low cost requirements in combinatian with silicon photo
detectors. Infrarad sourcs in reflective =ansors, tape end detaction.

Absolute Maximum Ratings

'Reversa Voltage

Ve Vi
Forseard Current g 100 mA
Peak Fonward Currant IT=051=100 ps I 201 mh
Surga Forwvard Current i =100 e s 2 A
Power Dissipation Py 170 myi
Junction Temperatun T 100 ‘C
Ciparating Temperaturs Range Tamb —55.. +100 ‘c
Storage Temparature Range Jeg | -55..+100 'C.
Seldenng Temperaturg t & Ssee, 2 mm from case Teg 260 C
Themal Resistance Junclionfmbiont Rias 450 Kt

Document annexe Page 8 /10



EPREUVE EP1

SESSION 2003

BEP métiers de I'Electronigue

Page 9 /10

Document annexe

2} cao ooy 000 ) - ocop )
-~ g2 9 5 ¥ E L 6829 ¢ r r 6B L O 5 ¥ ¢ z
..‘ ﬂn
/ =
ol
Na
i _ "
[T ,. ]
J | il :
i) I A e _
i i ".u
{ i ; i
\ _ bR
: 1 + i
: : - “” | T K
-\ | T
. m : ! I i
\f _ _ _ T I 1 E I MR _
s 3 [ . ;
HH
w_ ! : .
H _ I i R m
L i m [ .
i _ THENIHN
L ! TR i
. H : TN B U0 S T 111
I 1 : !
1 . .
T h _ __
i H ' v
_ : I EL | S |
. | i [ ]
_ Hmﬂﬂmemﬂ - h _L H
(2upi|nactapd 2.n10N.14s 2UN JNS SIDSS2 SAP suppuad Faunsaw)

Y15 [pubis np 2(pplosnuis 2jupsodilod o) 2p 2pnyjduy
=AY

45 poubis np 2jopiosuIs 24upsodiod B P 2pnj|duy
souanba.y ua asuoda. 2p 2GuN0Y . 112 S uensuod

o



BEP métiers de FElectronigue SESSION 2003 EPREUVE EP1

Destructeur d’aiguilles , compléments : structures qui réalisent les fonctions

FP1:

FP2:

FP3:

FP4 :

FP5:

FS11: 2/8 du port B (interne au microcontrbleur) partie qui commande les bornes PBO et PB1
FS12 : R3, R4, R20, R21,R22, T1, T2, T3, T4, TS, T6, PD2, C11, VAR2

FS13 : le moteur

FS14 : la partie mécanique pure

FS15: CTN1,R5

FS$16 : le convertisseur analogique-numérique , partie qui se trouve dans le microcontrdleur.

FS21 : générateur de signaux rectangulaires; partie qui se trouve dans le microcontrleur
FS22 : R17,D6

FS23 : R6, D4

FS24 : C5,C12, R8, IC2A, R9, R10, C6

FS25:D3,R11, C7,IC2B, IC4A  ( I’option suivante a été retenue pour le rdle de FS25 et
son contenu : IC2B travaille en comparateur avec une référence qualifiée d’interne, égale a
une tension disponible dans la structure, elle méme réalisée parce que IC2A, amplificateur,
est aliment€ en tension non symétrique ; R7 et D5 sont dans FA2 )

FS26 : 1/8 du port B, interne au microcontrdleur, partie qui traite le signal arrivant ser la
borne PA2

FS831 : 2/8 du port B, interne au microcontrdleur, partie qui commande les bornes PB2 et PB3
FS32 : R15, R16, D7 (double diode)

FS33 : 1/8 du port C, interne au microcontrdleur, partie qui commande la borne PC2

FS34 : BZ1

en dehors du point de vue logiciel, décrit dans le dossier page 13 et aux annexes, elle

est réalisée au niveau matériel par le microcontrdleur une fois gu’on a enlevé les structures
programmables déja décrites : il reste surtout ce qui lui permet de travailler , IC5, X1, C8, C9,
R14, IC6, et les blocs : mémoires, unité arithmétique et logique, horloges internes, séquenceur,
compteurs...

FSS51: R18,R19, D1, D2, D8, D9 et les diodes émettrices de 1’ opto-coupleur
(diode entre les bornes 1 et 2 ; diode entre les bornes 3 et 4)

FS52 : transistors de 1’opto-coupleur ( T entre les bornes 5 et 6 ; T entre les bornes 7 et 8 ),
R12,R13,IC4B, IC4C, 1C4D, 2/8 du port A interne au microcontrbleur qui traite les signaux
qui arrivent sur PAO et PA1.

FA alimentation ;

FA1:F1, VAR1, TR1, PD1, C10

FA2:C2, L1, C1,IC1 (U1 sur le schéma), R1, R2, C3, VAR3, C4A, C4B, R7, D5
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